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１．概要（Summary） 

イットリウム(Y)に水素を吸蔵させると、金属相 YH2（以

下 β 相）及び半導体相 YH3（以下 γ 相）の水素化物が得

られるが、本年度は、半導体相生成の水素化反応の進行

を低濃度の水素雰囲気かつ低温下で可能とするような触

媒膜の開発を行った。Y、YH2、YH3 の混合相に対する

線回折積分強度に基づいて、各相濃度の定量評価方法

を確立した上で、Pd/Ni 二層触媒を用いることで Pd、Ni

単一触媒より低温で γ 相を作製し、触媒の最適膜厚を決

定した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 ナノ薄膜形成システム(EB蒸着アークプラズマ蒸着) 

 アルバック “UEP-2000 OT-H/C”, 

【実験方法】 

電子ビーム蒸着法で石英基板上に Yを 500 nm 蒸着、

続いて Ni、最後に Pd を蒸着した。触媒の膜厚は Pd を

80 nm と固定し、Niの膜厚を 5, 10, 15, 40, 80 nm とし

た（Pd/Ni/Y）。水素化は 3％水素－97％アルゴン混合ガ

スを圧力 0.1 MPaで 2 L/minの流量下、10分間流し続

け（開放系）、反応温度は 35～400℃の間で行った。この

ようにして作製された薄膜をθ-2θ X 線回折法（XRD）

によって水素化の評価を行った。XRD結果から各相の濃

度を定量的に見積もる解析方法を確立、それを使って各

相の濃度を定量的に評価した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Ni 膜厚を変えた Pd/Ni/Y の水素化を行った結果、Ni 

= 5, 10, 15, 80 nm では 35℃から 61℃付近で γ相濃度

に大きな立ち上がりが見られ、Ni = 5, 10, 15 nm の試料

では最大 γ相濃度 90%以上、Ni = 80 nm の試料では

約 88%となった。Ni = 40 nm では γ相生成はされたもの

の、大きく立ち上がる箇所はなく、最大 γ 相濃度も約 70%

という結果になった。１例として、Ni = 15 nm の Pd/Ni二

層触媒試料とPd, Ni 単一触媒の試料での γ相生成の温

度依存性をFig. 1で比較する。Pd/Ni二層触媒試料が約

50℃で γ相を生成できることが分かる。 
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Fig. 1 Molar concentration of the γ phase 
as a function of TH2 for Pd, Ni, and Pd/Ni 
capping materials. 
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